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Aufgabe 1: 1. Mit den Formeln (7.40) und (7.28) aus dem Neamen hat man
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Aufgabe 2: 1. Die Barrierenhohe ¢pg und der Abstand ¢, der Fermienergie zur Leitungs-
bandkante berechnen sich als
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und somit erhélt man fiir das eingebaute Potential Vj;
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erhalt man
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Qualitativ hat man zwischen der Kapazitit pro Flache der PN- und der Schottky
Diode keinen grossen Unterschied, da beide von der Form
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Aufgabe 3: 1. Das Schottky barrier lowering A¢ und die Position z,,,., an der die Barriere

maximal wird, berechnen sich wie folgt
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2. Die Sattigungsstromdichte Jgp einer Schottky-Diode und die

Séttigungsstromdichte Jg einer PN-Diode sind iiber die folgenden Ausdriicke (Neamen
Formel (9.28)) gegeben

Jao = AT%exp (-625;") (16)
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wobei A* die effektive Richardson Konstante bezeichnet. Sowohl die Form beider Glei-
chungen wie auch die Mechanismen die zum Strom fiithren sind im Wesentlichen ver-
schieden. Wahrend der Strom in einer PN-Diode iiber die Diffusion von Minoritéts-
ladungstriager entsteht, wird der Strom in einer Schottky Diode mittels thermischer
Emission von Majorititsladungstréger iiber eine Potentialbarriere erzeugt.

3. Die Minoritatsladungstréiger in der P N-Diode ergeben
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Die Richardson Konstante berechnet sich wie folgt
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*

wobei i = 6.575 x 1071% Vs, kg = 8.62 x 107°eV/K, m} = 1.08m, und m, = 9.11 x
10-31kg.



Fiir die Séattigungsstromdichte J, und Jyr erhédlt man dann
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Man sieht, dass Js in unserem typischen Beispiel um einige Gréssenordnungen kleiner
ist als das Jyr. Somit besitzt die PN-Diode, zumindest in diesem Beispiel, bessere
gleichrichtende Eigenschaften. Das war unter anderem ein Grund, warum die Metall-
Halbleiter Diode von der PN-Diode ersetzt wurde.



